NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BF 327

N - KANAL - M0OS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR - TETRODE

Verarmungstyp (depletion), mit integrierten Schutz-
dioden,

fiir UKW-Tuner und FS-Kanalwidhler bis Bereich III

D
Mechanische Daten: Gz J
Geh&use: Kunststoff, SO0T-103 ‘J
MaBangaben in mm. Gy

S,B

? " vz720269

Kurzdaten: ‘
Drain - Source - Spannung UDS = max. 20 \
Drainstrom, Mittelwert ID AV = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 3U é 75°%C Ptot = max. 200 mW
Kanaltemperatur 5K = max. 150 °c
Drain - Source - KurzschluBstrom

bei UDS = 10 V, UG2S =4V IDS S = 20...55 mA
Vorwdrtssteilheit

Fel UDS =10 Vv, UGZS =4V, ID = 10 mA Iy2lsl = 16 nS
Rauschzahl

bei UDS =10 v, UGES =4V, ID = 10 mA <

und f = 200 MHz F = 3 dB
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BF 327

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis & )
Drain - Source - Spannung: UDs = max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert: ID Ay = max. 50 mA
Drainstrom, Scheitelwert: ID M = max. 100 mA
Gate 1 - Strom: tIGiS = max. 10 mA
Gate 2 - Strom: tJG2S = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung bei SU g 75°C: Ptot = max. 200 oW
Kanaltemperatﬁr: SK = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: ss = min. =65 °C
3 = max. 150 °cC
S
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: Rth U § 0,375 K/mW
V2139797
Prot max
(mW)
200
150 \
\
100 \
\
50 A
\
0
(] S0 100 9y (*C) 150
3.76 VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN . BF 327

Statische Kennwerte: bei SU = 2500, sofern nicht anders angegeben
Gate 1 =" Source - Durchbruchspannung S <
bei UG2S = UDS =0, t.IGIS = 100 pA: U(BR) Gis s = 6V, =20V
Gate 2 - Source - Durchbruchspannung 5 '<
i = = + = : £ =
bei UGIS UDS 0, _Ist 100 pA: U(BR) G2S S 6V, 20 V
Gate 1 ~ Reststrom <
i + = = = 0: 2
bei 2 o =5V, Uspo = Upo = 0: . =3 PP y 10 nA
i * = = = = : + =
bei _UGls 5V, Ust 'UDS 0, %K 125°C: _IGls s 10 RA
Gate 2 - Reststrom <
i = = = 0: + =
bei iUst =51V, UGis = UDS = 0: . _IG2S s < 10 nA
bei 1UG2$ =51V, UGlS = UDS =0, SK = 125°C: iIG2S S = 10 pA
Drain - Source - KurzschlufSlstrom
bei UDS =10 V, Ust =4 V: IDs s = 20...55 mA
Gate 1 - Source - Spannung
fiir ID = 10 mA bei UDS =10 V, Ust =4 V: -UGlS =0,6...2,1 V
Gate - Source - Abschniirspannung
bei Upo =10 V, Ugyg = 4 V, I = 10 pAs “Up 61 =1,5...3,8 V
bei UDS =10V, UG1S =0, ID = 10 pA: —UP G2 =1,5...3,4 V
. . _ o
Dynamische Kennwerte: bei UDs =10V, UG2s =4V, ID = 10 mA, 3U =25C
Vorwiirtssteilheit bei £ = 1 kHz: |¥21s] = 16 (2 12) msS
Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: C115 = 5 pF
Ausgangskapazitit bei f = 1 MHz: 0225 = 3 pF
Riickwirkungskapazitit bei f = 1 MHz: Ciag = 30 fF
Rauschzahl < i
bei f = 200 MHz, g, = 1,2 mS, bg = -6 mS: F = 2,3 (2 3) aB
Storspannung fiir 1 % Kreuzmodulation: 1) USt = 100 mV
1) Stérspannung (f = 202,5 MHz, m = 80 %) an Gl’ die auf dem Nutzsignal
(f = 197,5 MHz) eine Modulation von 0,8 % hervorruft.
VALVO TRANSISTOREN 3.76
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BF 334

BF 335

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Mischstufen im KW-, MW -~ und LW-Bereich
sowie fiir AM-/FM-ZF-Verstédrker

-

Mechanische Daten: 35 e
Gehéiuse: Kunststoff, SO0T-25 E
B C
Das Kunststoffgehduse aim m‘ﬁ%ﬂx
erfiillt die Kurzpriifung 2560256 1=) 1.
"Feuchte Widrme" nach ol *nl’gx
DIN 40 046 (Blatt 6), le 6 ._7.5x_.
Schirfegrad 4 max ma
bzw. IEC 68-2-4, IV. ot
5) 64
MaBangaben in mm. "}0" max
1
R 14max
073
) 3
053 40
Q22 ; 070 VX 72 00011
{17 b 123
180
Kurzdaten: BF 334 BF 335
Kollektor-Sperrspannung UCB ¢ = max. 40 v .
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 30 v
Kollektorstrom IC = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei 8 = 45° P, = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur eJ = max. 125 °c
Gleichstromverstéirkung
bei U, =10V, I =1 mA B = 65=-220 35-125
CE C
Vorwiirtssteilheit
bei Uog = 10 v, Ic =1mA, f = 10,7 MHz |y21el = 36 36 mS
Transit-Frequenz
bei UCE =10V, IC =1 mA fT = 430 370 MHz
VALVO TRANSISTOREN 11.69
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BF 334 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BF 335

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis 95 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 30 Vv
Emitter-Sperrspannumg bei IC = 0: UEB o = max. 4 Vv
Kollektorstrom: IC = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur: 3J = max. 125 °C
Lagerungstemperatur: SS = min. =55 °C

8 =max. 125
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschichf und Umgebung: Rth U § 0,4 grd/mW

400 OEEE
Plol max
(mw)
.
200
N
N
-
% 50 100 9, (°C) 150

;1839 VALVO TRANSISTOREN



NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BF 334

Kennwerte: (bei 8; =

Kollektor-Reststrom

bei UCB =20V, I, =0

E

=40V, I_ =

bei U E

CB
Emitter-Reststrom

bei UEB =4V, IC =0
Basisspannung

bei UCE =10V, Ic =
Gleichstromverstirkung
bei UCE =10V, IC
Basisstrom

bei UCE =10V, IC
Rickwirkungskapazitédt
bei UCE =10V, Ic =

Transit-Frequenz

1 mA,

25°¢)

<

Ies o :

I -

CBO0

<

IEB 0o -

1 mA: UBE =
=1 mA: B =
= 1 mA: IB =
f = 450 kHz: -C hS

- z: 12¢ ~

bei UCE =10V, IC = 1 mA, fM = 100 MHz: fT =
Rauschzahl
bei UCE =10V, IC =1 mA,
f = 200 kHz, R, = 500 Q: F =
Vierpol-Koeffizienten
bei UCE =10V, Ic =1 mA und f =
Bi1e =
Pi1e =
c11e
712
~?12¢
[Y21el
Po1e =
€22¢ =
boge =
Co2e k =

BF 33

4

BF 335

BF 335

65...220

4,5...

430

1,5

15

50
10

10

750

35...125

8...28

370

2,0

BF 334, BF 335

0,45
0,45
0,06

20
0,75

10,7
0,55
1,35
20
18
90

36
[

o

67

BB

nV

pA

pF

MHz

dB

MHz
mS
mS
rF
us

mS
uS

ps
pF
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BF 336

SILIZIUM - NPN - PLANAR - TRANSISTOREN
fiir Video-Endstufen in SchwarzweiB-

und Farbfernsehempféngern.
Mechanische Daten:

Geh#use: Metall, JEDEC T0-39,
5 C3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Geh#use leitend verbunden.

MaBangaben in mm,

BF 337
BF 338

g 048

max
—c—

—

66max 12,7min

VX 72008

Kurzdaten: BF 336 BF 337 BF 338
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 185 250 300 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = mex. 180 200 225 V
Kollektorstrom Ic = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei BG s 140°¢C Ptot = max. 3 w
Sperrschichttemperatur 8J = max. 200 °c
Gleichstromverstdrkung >

bei UCE =10 V, IC = 30 mA B = 20
Transit-Frequenz 5

bei UCE =20V, IC = 30 mA fT = 80 MHz
Rilckwirkungskapazitédt

bei U, =20V, IC = 10 mA <

und £'= 0,5 MHz ' -C129 = 3,5 pF

VALVO TRANSISTOREN 1.70
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BF 336

BF 337
BF 338

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8 max) BF 336 BF 337 BF 338
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 185 250 300 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
. bei RBE = 1 kQ: UCE g = mex. 185 250 300 Vv
bei IB = 0: UcE o = max. 180 200 225 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max. 5 5 5V
Kollektorstrom: IC = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert
bei U.o £ 9v, 8 =55,
tp = 27 ps, T = 64 pus: Ic M = mex. 150 mA
bei Uop S 90 V, 8 = 55°C,
tp = 0,5 us, T = 64 pus: Ic M = max. 200 mA
Basisstrom, Scheitelwert: IB M = max. 20 mA
Gesamtverlustleistung bei OG é 140°c; Ptot = max. 3 w
. < o _
bei 0U = 25°C: Ptot = max. 800 :W
Sperrschichttemperatur: 0J = max. 200 c
Lagerungstemperatur: bs = min., -65 °c
8, = max. 200 °c
Wirmewiderstand:
2zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 220 grd/w
zwischen Sperrschicht und Geh#use: nth G g 25 grd /W
zwischen Sperrschicht und GehHuseboden: nth G S 20 grd/w
3 D 7303991
Piotmax N, N, \
(w) AN h
AN N \=
5
2
N <, B ‘o
0 L]
\\?fo . A\e&
NN NS
N 2 1\'2
1
R
hy =
M~ thu zz\ogfd/w \\\\ \
-~ WN
0 [y
0 50 100 150 9y(°C) 200
11.70 VALVO TRANSISTOREN
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BF 336
BF 337

Kennwerte: (bei eJ = 25 oC, sofern nicht anders angegeben)
BF 336 BF 337 BF 338

Kollektor-Emitter-Reststrom

bei Ugg = 150 V, Ry = 1 ke e n = 0,01(2100) ) pA
bei Upp = 200 V, Ry = 1 ks Ik m = 0,01(=100) ) pA
bei Upp = 250 V, Ryp = 1 ks Ice B = 0,01(2100) pa
Kollektor-Durchbruchspannung
bei IC =1 mj, IE = 0: U(BR)CB 0o = 185 250 300 vV
Kollektor~Emitter-Durchbruchspannung
bei IC : 1 mA; RBE =1 k@, N
GJ = 150 "C: U(BR)CE R ; 185 250 300 v
bei IC = 4 mA, IB = 0: U(BR)CE 0o = lifo 200 225’ v
Emitter-Durchbruchspannung
bei I = 0,1 mA, I, = 0: U(BR)EB 0 5 v
HF-Kol1ektor-Emitter-RestsBannung 1)
bei IC = 50 mA, sJ = 180 “C: UbE sat HF = 10 A
Basisspannung <
bei Uop = 10 V, I, = 30 mA: Upp = 0,7 (= 1,2) v
Gleichstromverstérkung >
bei Upp = 10 V, I, = 30 mA: B = 60 (< 20)
Transit-Frequenz
bei Upp = 20 V, I, = 30 ma, R j
£y = 100 MHz: . tn = 130 (= 80)/ MHz
Riickwirkungskapazitit
bei Upp = 20V, I, = 10 ma, ¢ )
£ = 500 kHz: “Coe = 3 (= 3,5) pF
Riickwirkungs-Zeitkonstante
bei UCB =20V, -IE = 30 mA, <
f = 10 MHz: Tobt Core 30 (= 100) ps
1) Die Hochfrequenz—Kol1ektor-Emitter-Restspannung U ist diejenige

Eollektor-Emitter-Restspannung, bei der in einer pgaﬁ%gsggen Schaltung die
Kleinsignalverstdrkung auf 80 % des Wertes bei Uc = 50 V abgesunken ist.
Eine weitere Erniedrigung von UCE ergibt ein starEes Ansteigen der Verzer-
rungen.

VALVO TRANSISTOREN "559



BF 336

BF 337
BF 338

40 YD 7304
Rinp 1]
(grd/W) bezogen auf Umgebung]—] |
30 auf Gehduse y
auf Gehduse-
boden)
B en
7
Y
20 i
1
M
10 »
1
11 i
o I
10-5 L 103 10-2 10! 1 e ©
100 ¥D 73 0400 T V2730754
7 Uee- 10V
leer
100
(pA) / o |
Rge=1kQ g § | |
BF 336 : Ugg = 150V ) le K i
10 == BF 337 - Ugg =200V 2 (ma) b &[]
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/ o
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) / 8
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BF 336
BF 337

BF 338

150 T YD T3 04
B | l
UCE =10V 509(: T
‘5)&, N\
100 f—— — =a
il \
225°C
s s
e
0
! 0 I~ (mA) 100
YD 73 0.
7
7]
s Ucg=10V
Ic =30mA
1
-
1
-
05 = S
™~
0
-25 0 50 100 150 ,.,J(ec) 200
150 - 313 0458
’T ] //
(MHz) Ucg=20V 4
100
Vv
P
s0 -
0
1 ) 10 Ic (mA) 100
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BF 336
BF 337

BF 338

~Cre

(pF)

f=0,5MHz

10V

Ucs

20

VD 73 0408
. o

-Cize

(pF)

10

Ucs V) 100

vD 73 0412

Uce R max

v)

300

BF 338

[ 111

——

BF 337

1

200 —

BF 336

102

103

104

5 6
07 g () 0

472
590
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BF 336
BF 337
BF 338

looo VZ 730755,
Erlaubter Arbeitsbereich BF 336
< o
8 < 140% . I
(mA)

I Gleichstrombetrieb,

BasisabschluB beliebig, I

;>0 N

J0 -

11 periodischer Impuls- B "’:—“[)—O]Ji!s—:
betrieb, VT = 0,1, e ‘/——ﬂlmls -
l;as;sgbsch uBl beliebig, N [ 0ms

B N
III Gleighstrombetrieb, h
p=1k2, I;>0 "
1
10 00 v 1000
1000 V2730756 1000 V2730757
BF 337 0 BF 338
I le
(mA) (mA)
‘\\ \
] I —
N | N \ : N \ 1p=10
100 N fes e 100 a3 P .
N 1—=00usH] NH 100ps
N T ﬁ' T
1l N A\ThN L1
A \ér‘—ﬂlms N \\ ——llrnrs
1 Nd—1+—110ms —110 ms
N N
10 \. 10 L s
1 1w
1}
|
AR
i
1 B
10 00y v 100 10 100y (v) 1000

VALVO TRANSISTOREN

472
591



DATEN VORLAUFIGER MUSTER
BF 370

SILIZIUM - NPN ~ PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fiir groBsignalfeste FS-ZP-Vorverstdrker

mit naohgeschaltetem Oberfléchenwellenfilter

t*—127min—= 0048max

Mechanische Daten:

2%

r—r— }

Gehduse:- Kunststoff,

———r—
SOT-54
MaBangaben in mm. 52max |e— o

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 40 Vv -
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 V
Kollektorstrom Ic = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei eU é 25°cC Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstidrkung S

bei UCE=1V, IC=10mA B = 40
Transit-Frequenz >

bei UCE =10 V, Ic = 40 mA fT = 490 MHz
Spannungsverstérkung

be1UCE~9V,IC=35mA,f=37}ﬂIz Vu = 20 dB
Stérspannung fiir 1 % Kreuzmodulation UStiir rms = 150 mV

VALVO TRANSISTOREN 10.79
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BF 370

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 02 UCB o0 = max. 40 V
Kol1ektor—Emitter—Sp;rrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 4,5 V
Kollektorstrom: Ic = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 25%C: Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur: %J = max. 150 °
Lagerungstemperatur: SS = min. <55 °
o
ss = max. 150
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,25 K/mW
2 7300249
500 j\\\ 1300243
Ptol max
(mW)
N
\\\
250 ' N
.
N
N
\
N
0
0 50 100 Iy (*C) 150
10.79 VALVO TRANSISTOREN
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BF 370

Kennwerte: bei 8J = 250C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei I = 0, Uy, = 20°V: Ik o § 400 na

bei Ip =0, Uy = 20 V, 8; = 125°C: Igg o = 30 pA
Emit?er—Reststrom <

bei Ic =0, UEB =2 Ve IEB 0o = 100 nA
Glei?hstromverstﬁrkung >

bei UCE =1V, IC = 10 mA: B £ 40
Trangit-Frequenz N

bei UCE =10V, IC = 10 mA, fM = 100 MHz: ; 500 MHz

bei UCE =10 V, Ic = 40 mA, fM = 100 MHz: & 490 MHz
Kollektorkapazitit <

bei Uop =10 V, Ip =0, f = 1 MHz: c, = 2,2 (= 3,5) pF
Emitterkapazitidt <

bei UEB = 1V, Ic =0, f =1 MHz: Ce = 4,5 pF
Rﬁckyirkungskapazitﬁt <

bei U, = 10 V, I, =0, f =1 MHz: Cioe = 1,6 (= 2,2) pF

VALVO TRANSISTOREN 10.79
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BF 370

Schaltungsbeispiel:

GroBsignalfester ZF-Vorverstidrker fiir Oberfldchenwellenfilter

4

Upa=12V, Ic=35mA
Oberfidchenwellenfilter -
5,6 uH

Nachbildun
—

nF nF

BF 370

3300

U
l 8209
TOnF
L
I !

vZ710565 | —_

Nutzfrequenz: fNutz = 37 MHz
Nutzsignal-Eingangsspannung: 1) UNutz rms 20 mV
Spannungsverstdrkung: Vu = 20 dB
Stérspannung 5

fir 1 % Kreuzmodulation: ) Usisr rms 150 mV

1) Klemmenspannung am Eingang bei 50 Q Generatorwiderstand

2) Klemmenspannung am Eingang bei 50 Q Generatorwiderstand,
Stérfrequenz 40 MHz, 80 % moduliert mit 1 kHz

llgg‘? VALVO TRANSISTOREN



BF 480

SILIZIUM - NPN - PLANAR - HF - TRANSISTOR
fiir ungeregelte kreuzmodulationsarme Vorstufen

in Basisschaltung, fiir Frequenzen bis ca. 1 GHz

Mechanische Daten: 2%&
Geh¥use: Kunststoff, SO0T-37/9 27 4 [ \ '
max - ]
MaBangaben in mm. T ¥
0

VZ 720213

la———— 14,4 min ———»

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 V .
Kollektorstrom, Mittelwert IC AV = max. 20 mA
Gesamtverlustleistung bei &U § 55°¢ Ptot = max. 140 mW
Sperrschichttemperatur 8J = max. 125 °C
Gleighstromverst&rkung >

bei UCB =10V, -IE = 10 mA B = 10
Transit-Frequenz

bei UCB =10V, -IE = 10 mA fT = 1,6 GHz
Leistungsverstdrkung

bei UCB =10V, -IE = 10 mA, f = 900 MHz Vpb = 15 dB
Rauschzahl

bei UCB =10V, —IE = 10 mA, f = 200 MHz F = 2,7 dB

bei UCB =10V, -IE = 10 mA, f = 800 MHz F = 3,3 dB

VALVO TRANSISTOREN 12.74
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BF 480

Absolute Grenzwerte: (gtltig bis 8 max)
Kollektor-Sperrspaﬁhung bei IE = 0: UCB o = max. 20 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 2 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: Ic AV < max. 20 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 30 mA
Gesamtverlustleistung bei 8y < 55°: 1) P, 4 = max. 140 mW
Sperrschichttemperatur: QJ = max. 125 °c
Lagerungstemperatur: ss = min. -55 °c
QS = maXx. 125 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth U é 0,5 K/mW
200 [ VE 731552
]
Plolmax
(mW)
100
Q
0 50 100 ) 150
1) bei Befestigung auf Leiterplatte
12.74 VALVO TRANSISTOREN
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o

Kennwerte: bei GU = 25°C
. : <
Basisstrom bei UCB‘= 10 v, —IE = 10 mA: IB = 1 mA
Basisspannung bei UCB =10V, -IE = 10 mA: UBE = 750 mV
Transit-Frequenz
bei UCB =10V, -1y = 10 mA: f'l‘ = 1,6 GHz
Leistungsverstdrkung (in Basisschaltung)
bei U =10V, -I_ = 10 mA,
Bg = gg Q, RL = 50% Q, f = 900 MHz: vpb = 15 dB
Rauschzahl (in Basisschaltung)
bei UCB =10V, —IE = 10 mA, Rg = 50 Q
und f = 200 MHz: F = 2,7 dB
und f = 800 MHz: F = 3,3 dB
2 VZ 739403
h
(GHz) - T
l'
Y
1
Ueg=10V
¥ =25°C
0 .
0 10 0 p(ma) 30
VALVO TRANSISTOREN 1274
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BF 480

Schaltungsbeispiel: VHF - Verst#irker, f = 200 MHz

-

R1=220. InF i“\ao inF
—
1nF 1nF
Rg= . T
750
3300 ' 58106 56106 R =
750
1,5 820
kQ pF 1nFT
2,2k0 33kn 133k02
l 7Z667601V1
+12V Unbstimm
Kollektor-Emitter-Spannung: UCE = 8,1 V
Emitterstrom: —IE = 10 mA
Leistungsverstirkung: Vp = 8,5 dB
3 dB - Bandbreite: BadB = 13 MHz
Rauschzahl
einschlieBlich
a; Mischstufe mit F = 10 dB
b) Widerstand R1 = 22 Q: F = 6,5 dB
Welligkeitsfaktor am Eingang <
einschlieBlich R1 = 22 Q: s = 3
Stérspannung 1
fir 1 % Kreuzmodulation: ) Uettr rms = 330 mv

1) St8r-EMK von einer 75 Q - Antenne,
die bei m = 80 % eine Stdrmodulation von 0,8 % ergibt

12.74 VALVO TRANSISTOREN



Schaltungsbeispiel: UHF - Verstfirker, f = 800 MHz

-

N "2'35:
‘1:5:5) I
LE
Rg= Ly 2
750 i
1,2 3,3
KQ| ko 104
:9 =220 .
C nF 220 pF ! B
a [ 750
-I-inF

I - o 7266761V1

o]
+12v
Lz  6Wdgn. §3mm Lyt 4,5 Wdgn, # 3 mm
Kollektor~Emitter-Spannung: UCE = 9,7 V
Emitterstrom: -IE = 10,3 mA
Leistungsverstéirkung: VP = 8,5 dB
3 dB - Bandbreite: B3dB = 25 MHz
Rauschzahl
einschlieBlich
a) Mischstufe mit F = 10 dB
b) Widerstand R1 =15 Q: F = 6,5 dB
Welligkeitsfaktor am Eingang <
einschlieBlich R1 = 15 Q: 8 = 4
Stérspannung 1
ftir 1 % Kreuzmodulation: ) U_.. = 300 mv
stér rms

1) vgl. vorangegangene Seite
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BF 480

10 mA und_$, = 25°C

Rauschzahl bei Uop=_10_V, -Ip
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SILIZIUM - NPN - PLANAR

BF 483
BF 485
BF 487

— TRANSISTOREN

mit hoher Sperrspannung,

fiir vadeo—Endstufen in Fernsehempféngern

Mechanische Daten:

__ hiduse: Kunststoff, SOT-54

MaBangaben in mm.

- 40,00
N————tmin
—wy 4,2 max
~41,6 pe te- 52 wta———nu 12, Tmin — .
B8 max
iy $0.49
48 . max
b8 250 - = t
¥ 0,67
E max

3‘53 L— nicht kontrollierter Bereich

VF720318.2

Kurzdaten: BF_483 BF 485 BF 487
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 300 350 400 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE 0= pax.r‘250 300 3501 v
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei sU s 25°%C tot = max. 830 nW
Sperrschichttemperatur QJ = max. 150 °c
Glei?hstromverstﬁrkung >
bei Ugg = 20V, I, =25 mA B & 50
Transit-Frequenz
bei UCB =10V, -Ig = 10 mA fT = 70...110 MHz
Kollektor-Emitter-HF-Restspannung
beiAIc = 25 mA, §; = 150°c UcE sat HF = 20 v
VAIVD
343



BF 483
BF 485
BF 487

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis aJ max) BF 483 BF 485 BF 487
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 300 350 400 V
Kollektor-Emitter~Sperrspannung
bei IB = 0s UCE o = max. 250 300 350 Vv
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max. 5 ‘E 5V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 50 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: Ic M= max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei § < 25%: 1) P = max. 830 n
1) tot o —
Sperrschichttemperatur: OJ = max. 150 - C
Lagerungstemperatur: es = min. -65 °c
$S = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Ry vu s 150 K/W
1000 V2 739752
P!oi max
(mW) <
N
500
N
-
0
(4] 50 100 9y 0 150

1) Transistor mit max. 4 mm langen AnschluBdrihten auf Leiterplatte
mit min., 10 mm x 10 mm Kupferfldiche fiir den Kollektoranschlul



BF 483
BF 485
BF 487

Kennwerte: bei 8J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei IE = 0, UCB = 300 V: ICB 0 é 20 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom ° <

bei UCE = 250 V, RBE = 2,7 kR, eJ = 150 C: ICE R = 20 pA
Emitter-Reststrom <

bei Ic = 0, UEB =5 V: IEB 0 = 10 paA

‘eichstromverstirkung >
- bei UCE =20V, IC = 25 mAs B ; 50

bei UCE =20V, Ic = 40 mA: B & 20
HF -~ Kollektor - Emitter - Restspannung 1)

bei I = 25 mA, 8; = 150°¢C: Uk sat HF = 20 V
Transit-Frequenz

bei UCB =10V, —IE = 10 maA, fM = 100 MHz: fT = 70...110 MHz
Riickwirkungskapazitit <

bei UCB =30 V, IE =0, f =1 MHz: C12e = 1,4 pF
1) Die Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-Restspannung U ist diejenige

Kollektor-Emitter-Restspannung, bei der in einer Sgaﬂ%}sggen Schaltung die
Kleinsignalverstdrkung auf 80 % des Wertes bei U'E = 50 V abgesunken ist;
eine weitere Erniedrigung von UCE ergibt ein starkes Ansteigen der Verzer-

rungen.

15 VX 7301292
8 B
A
10 Uce =20V
—- ¥y =25°C
\
) \
0
0 10 Ic (mA) 00

6.84
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BF 483
BF 485
BF 487

150 VX BE%
Uge = 10V
']‘ f" =100MHz
(MHz)
100
4
// ‘
50 [
l
0
0 0 Ic(ma) 20

6.84
346

c 1201296
2¢j 1= 0
(pF)jt = IMH
4
\
3
\ X —
2 N
oberer Streuwert
1 Mittelwert I~
0
0 10 20 Ueg(V) 30



: ‘ BF 496

SILIZIUM -~ NPN - PLANAR - HF - TRANSISTOR

fiir regelbare und nicht geregelte Vorstufen
bis FS-Bereich IIIX

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SO0T-54

MaBangaben in mm.

fe—127min—= 0048max

E 1T
B e *
C )
™ wnowm
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 30 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE ¢ = max. 20 V
Kollektorstrom IC = max. 20 mA i
Gesamtverlustleistung bei &U é 75°¢C Ptot = max. 300 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung
bei UCE =10V, IC =2 mA B = 40
Transit-Frequenz
bei UCB =10V, —IE =2 mA fT = 550 MHz
Leistungsverstirkung
bei UCB =10V, —IE =2 mA, f = 100 MHz Vpb opt = 30 dB
bei UCB =10V, —IE = 3 mA, f'= 200 MHz Vpb opt = 27 dB
Rauschzahl
bei UCB =10V, —IE =2 mA, f = 100 MHz F = 2,0 dB
bei UCB =10V, —IE =3 mA, f = 200 MHz F = 2,5 dB
VALVO TRANSISTOREN 9.78
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BF 496

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &J max)
Kollektor~Sperrspannung bei IE = 0 UCB o = max. 30 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei RBE S 1 kQ: UCE g = max. 30 V
bei IB = 0: UCE o0 = max. 20 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 3 Vv
Kollektorstrom: IC = maX. 20 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 75°C: Ptot = max. 300 mW
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: &s = min. =55 °C
SS = max. 150 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,25 K/mW
400 R
P\dmﬂx
(mw)
300
200
100
0
0 50 100 9y £C) 150
9.78 . VALVO TRANSISTOREN
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BF 496

Kennwerte: bei SU = 25°%

Basisstrom <
50 (= 150) paA

bei UCB = 10 V und —IE = 2 mA: IB :
bei Uy = 7V und T = 12 mA: Ip = 2,2 mA
Basisspannung
bei UCB = 10 V und —IE = 2 mA: UBE ? 0,84 \'s
bei UCB =7 V und —IE = 12 mA: BE = 1,0 v
Transit-Frequenz
bei UCB = 10 V und —IE = 2 mA: fT ? 550 MHz
bei UCB = 5 V und —IE = 4 mA: fT = 530 MHz
Rickwirkungskapazitit <
bei Upp = 10V, I, =1 mA, f = 10,7 MHz: Cioe = 0,8 (2 1,0) pF
Erzielbare Leistungsverstdrkung 1)
in Basisschaltung
bei UCB =10V, —IE =3 mA, f = 50 MHz: Vp opt = 34 dB
bei UCB =10V, -IE = 2 mA, f = 100 MHz: Vp opt = 30 dB
bei UCB = 10 V, —IE = 3 mA, f = 200 MHz: Vp opt = 27 dB
Rauschzahl bei Rauschanpassung
bei UCB =10 V, —IE =3 mA, f = 50 MHz: F = 1,9 dB
bei UCB =10 V, -IE =2 mA, f = 100 MHz: F = 2,0 dB
bei UCB =10 V, -IE = 3 mA, f = 200 MHz: F = 2,5 dB
Vierpol-Koeffizienten in Basisschaltung
bei UCE =10 V, IC =2 mA bei UCB =10 V, —IE = 3 mA ‘
und f = 100 MHz und f = 50 200 MHz
£11p 66 mS gy = 95 70 mS :
-b11b = 15 mS -b11b = 12 46 mS
[Vigp| = 190 us | Y100 100 340 ps
P12 80° 90y = 90° 85°
[¥213] 66 ms [ Yo 95 85 mS
®21p 155° 99y, =  160°  130°
850} 15 uS €aop, = 10 75 S
b22b = 660 uS b22b = 0,35 1,3 mS
b Yol :
P oPt T 4 &gy oy
VALVO TRANSISTOREN 9.78
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